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Neste trabalho demonstramos os primeiros resultados da estabilizag@o em frequéncia dos
lasers de diodo utilizando o espectro de absorgao saturada da linha Dy do Cg (852.1 nm).
A técnica consiste em "travar" a frequéncia do laser em torno de uma das linhas de tran-
51gao, injetando uma pequena Varlagao senoidal que provoca uma variacdo no sinal de ab-
sorgdo saturada. Este sinal é amplificado pelo "1ock in'", este resulta num sinal erro que
é reinjetado no laser de modo a compensar a variagdo. Assim conseguimos que o laser per-
manega sempre em torno do centro da linha escolhida.

0s lasers utilizados sao primeiramente estabilizados em temperatura e corrente em torno
de 10 MHz de oscilagdo e 100 MHz de "drift" em 120 segundos. Com a estab1llzag§o por re-
injecdo eletronica consegu1mos uma estabilizagdo muito boa, eliminando também o "drift".

0s lasers utilizados sao da Hitachi e STC com comprimento de onda em torno de 852 nom.
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Pesquisas Energeticas e Nucleares - IPEN/CNEN/SP,

Foi projetado e desenvolvido um prototipo de um laser de Nd bombeado continuamente
por uma lampada de arco de Kr de alta pressao. A cavidade bombeadora & monoellptlco, sendo
sua superf1c1e revestida com ouro, e permlte a utilizacao de bastdes de até 73 mm de com
prlmento itil. A estrutura do ressonador é monobloco, comprimento maximo entre espelhos de
até 600 mm. Os sistemas de refrlgeragao e de alimentacao foram integralmente desenvolvidos
em nossos laboratorios, contando com varios circuitos de protecao. Testes preliminares, utl
lizando-se um bastao de Nd:YAG de 4 mm de diametro e 79 mm de comprimento forneceram uma
potencia de 34 W, operando no regime multimodo, para uma potencia de bombeio de aproximada
mente 4,1 KW. =
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Neste trabalho é descrito o desenvolvimento de lasers semicondutores na estrutura “Ridge
Waveguide” (RGW) em D.H. de InGaAsP/InP para aplicagio em Sistemas de Comunicacdes

pticas de alta velocidade (Gigabit/s). Sdo apresentadas as caracteristicas eletro-Opticas dos lasers
para virias larguras de mesa (de 10 a 4 microns) onde sdo correlacionadas a estabilizacdo do
modo transversal com as variagdes da corrente de operagdo. A fabricagio do laser necessita de
uma s6 etapa de crescimento LPE e processamento fisico-quimico compativel com linha de
fabricagdo convencional da microeletrdnica. Correntes limiares de operagdo de 40 a 100mA foram
obtidas e dependem da largura da mesa.

Estudamos a dindmica da modulagio de corrente destes lasers RWG, tanto analdgica como
pulsada. A resposta analégica foi feita com HP 85B — Network Analyser e a resposta pulsada foi
feita com um gerador de pulsos Avitec. Medimos frequéncia de resposta até 3 GHz (7mw) e
pulsos com FWHM menor que 120ps (energia de 20pJ) em taxas de repeticio de MHz. Estas
medidas foram feitas com fotodiodo GePD-40 que limita nossas medidas (tempo de subida de
62ps).
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